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AlNは、約 6.0 eVのワイドバンドギャップと高い熱伝導率を有し、高 Al組成 AlxGa1-xN 混晶と

の物理定数差が小さいため、AlxGa1-xN ベースの深紫外 LED・LD 作製用基板材料として注目され

ている。近年、我々のグループでは、昇華(PVT)法 AlN 基板を種結晶に用いたハイドライド気相

成長(HVPE)法による AlNホモエピタキシャル成長により、低転位密度かつ優れた深紫外光透過性

を有した AlN 自立基板を作製した 1)。HVPE成長直後の AlN 厚膜の PL測定を行ったところ、208.6 

nm のバンド端発光の他に、375 nm 帯に深い準位由来の発光が観測された。しかし、この HVPE

成長層に表面研磨処理を施すと、375 nm帯発光は消滅した。本研究では研磨後の HVPE-AlNを再

度熱処理することで、AlN の HVPE 高温ホモエピタキシャル成長における基板昇降温プロセスを

再現し、表面が高温ガス雰囲気に曝露される影響に

ついて調査した。 

大気圧横型 HVPE 炉を用いて研磨処理を施した

HVPE-AlN を 1350-1450ºC の温度範囲で加熱した。

NH3 添加した水素・窒素混合ガス(H2/N2=7/3)中で

1400ºC以上の温度で熱処理を行ったときのみ 375 nm

帯の発光が再発した。このことから同一表面が高温

ガス雰囲気に長時間曝露されるために劣化が生じた

と考えられる。詳細は当日報告する。 

 

本研究の一部は科研費基盤研究(B) No. 24360006 の

援助を受けた。 

1) Y. Kumagai et al., Appl. Phys. Express 5 (2012) 055504. 

 

Fig. 1. Room-temperature PL spectrum of the 

polished HVPE-AlN substrate, and that after 1450 ºC 

heat-treatment in H2/N2 ambient (H2/N2=7/3) with 

and without supply of NH3. 
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